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(54) Stromversorgungseinrichtung 

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Stromver- 
sorgungseinrichtung mit einer Haupt-Stromversor- 
gungseinheit (2) und einer H ilfs-Strom verso r- 
gungseinheit (3) zur Erzeugung einer Hilfsspannung 
(U H ). Zur Verringerung des Schaitungsaufwands sowie 
der Verlustleistung fGr die Hilfsspannungserzeugung 
wird vorgeschlagen, die beiden Stromversorgungsein- 
he'rten elektrisch in Reihe zu schalten. Die Hilfsstrom- 
versorgungseinheit (3) kann vorteilhaft realisiert werden 
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mit Hilfe einer vom Primarstrom (I) durchflossenen 
Zenerdiode (D1), der eine Reihenschaltung einer 
Gieichrichterdiode (D2) und eines Kondensators (C1) 
parallelgeschattet ist, wobei die erzeugte Hilfsspannung 
am Kondensator (C1) abgreifbar ist. Die Stromversor- 
gungseinrichtung laGt sich beispielsweise in Schalt- 
netzteifen und Dimmern anwenden. 
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TITLE : SEMICONDUCTOR DEVICE AND 

FORMATION OF THIN FILM 




ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To materialize the material characteristics of SiC and obtain 
an SiC- FET which can operate stably by preventing the degradation of quality and 
breakage due to voltage applied to a gate insulation film and reducing leakage current. 

SOLUTION: This device is provided with a first conductive type high resistance drift layer 
2 formed on a silicon carbide substrate, a second conductive type base area 7, a first 
conductive type source area 8, an AIN film 3 formed on the gate area, etc., on the surface 
of the second conductive type base area, and a surface covering film 4 formed on the AIN 
film 3. The surface covering film 4 is made of AlxGa1-x-ylny (x: real number, 0<x<1 ; y: 
real number, 0^y<1 ; x+y<1 ), etc. 
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